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178Aȁ40V N沟道增强型场效应管 

描述 

SVT044R5NT/D/L5  N ⱳ MOS ᵣ

ῌ LVMOS └ Ȃᾢ ᾝ ᶏ ֟ ΐ

ᵞ ȁᴨ ῏ ₯ Ȃ 

֟ ԍҌ Ȃ 

特点 

 178Ă40V ᵞ  

 ᵞ ᴰ  

 ῏  

 ԅ dv/dt ⱬ 

 

 

产品规格分类 

产品名称 封装形式 打印名称 环保等级 包装方式 

SVT044R5NT TO-220-3L 044R5NT   

SVT044R5NDTR TO-252-2L 044R5ND   

SVT044R5NL5TR PDFN-8-5X6X0.95-1.27 044R5NL5   

极限参数(除非特殊说明，TA=25C) 

参数 符号 
参数值 

单位 
SVT044R5NT SVT044R5ND SVT044R5NL5 

 VDS 40 V 

 VGS ±20 V 

 

TC=25°C 

ID 

178 

A TC=100°C 112 

TC=25°C( ԍ ) 160 128 105 

‖  IDM 640 A 

ⱳ ̂TC=25C̃ 

- ԍ 25C ⁞  
PD 

178 112 100 W 

1.42 0.90 0.8 W/C 

‖ ̂  1̃ EAS 612 mJ 

ᵬ  TJ -55͘+150 C 

 Tstg -55͘+150 C 
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热阻特性 

参数 符号 
参数值 

单位 
SVT044R5NT SVT044R5ND SVT044R5NL5 

 RθJC 0.70 1.12 1.25 C/W 

 RθJA 62.5 62.0 50 C/W 

关键特性参数(除非特殊说明，Tj=25C) 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

₯  BVDSS VGS=0V, ID=250µA 40 -- -- V 

 IDSS VDS=40V, VGS=0V -- -- 1.0 µA 

 IGSS VGS=±25V, VDS=0V -- -- ±100 nA 

 VGS(th) VGS= VDS, ID=250µA 2.0 -- 3.5 V 

 RDS(on) 
VGS=10V, ID=50Â220/252̃ -- 3.5 4.5 

m 
VGS=10V, ID=50ÂPDFN5*6̃ -- 3.0 3.6 

 RG f=1MHz -- 2.0 --  

῀  Ciss 

f=1MHz,VGS=0V,VDS=25V 

-- 5603 -- 

pF ₮  Coss -- 542 -- 

ᴰ  Crss -- 401 -- 

 td(on) 

VDD=20V, VGS=10V, RG=24Ω, ID=160A 

( 2,3)                     

-- 51 -- 

ns 
҉  tr -- 130 -- 

῏  td(off) -- 245 -- 

῏ Ҋ  tf -- 179 -- 

 Qg 
VDD=32V, VGS=10V, ID=80A       

( 2,3) 

-- 111 -- 

nC -  Qgs -- 30 -- 

-  Qgd -- 32 -- 

源-漏二极管特性参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

 IS MOS Ҭ ȁ Ẓ P-N

 

-- -- 160 
A 

‖  ISM -- -- 640 

- ԋ  VSD IS=50A,VGS=0V -- -- 1.0 V 

 Trr IS=40A,VGS=0V, 

dIF/dt=100A/µs               ( 2) 

-- 28 -- ns 

 Qrr -- 0.02 -- µC 

̔ 

1. L=1mH̆VDD=38V̆RG=10̆  TJ=25C̕ 

2. ‖ ̔ ‖ ≤300μs̆ ≤2%̕ 

3. ҉Ҍ ᵬ Ȃ 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线(续) 
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-220-3L 单位: 毫米 
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TO-252-2L 单位: 毫米 

SYMBOL MIN NOM MAX

A

A1

b

b3

c

c2

D

E

e

H

L

L4

2.10 2.30 2.50

0 --- 0.127

0.66 0.76 0.89

5.10 5.33 5.46

0.45 --- 0.65

0.45 --- 0.65

5.80 6.10 6.40

6.30 6.60 6.90

9.60 10.10 10.60

1.40 1.50 1.70

0.60 0.80 1.00

NOTE1：There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

L
4

Eject pin̂note1̃
2.30TYP

L1 2.90REF
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֟ ̔ SVT044R5NT/D/L5 ̔ ӥ 

    ̔ ῌ ᴍ Ὲ  Ὲ Һ ̔ http: //www.silan.com.cn 

 

    ̔ 1.5     

ḱ ̔ 

1. ῖ  

    ̔ 1.4     

ḱ ̔ 

1. 5 6 

    ̔ 1.3     

ḱ ̔ 

1. ⱴ PDFN-8-5X6X0.95-1.27 

2. TO-220-3L  

3. PDFN-8-5X6X0.95-1.27 SOA  

    ̔ 1.2     

ḱ ̔ 

1. ⱴ TO-252-2L 

    ̔ 1.1     

ḱ ̔ 

1. ḱ 7 8  

2. ḱ 8 IDṿ 

    ̔ 1.0     

ḱ ̔ 

1.  
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